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 要  旨 




 そこで、本研究室では IR-LED の透明電極材料として近赤外波長領域で高い透過率を有する Ti
ドープ酸化インジウム (InTiO)に注目し、研究を行ってきた。本研究では InTiO を p トップ
IR-LED の p 型電極に応用するため、InTiO と金属電極及び p-GaAs との固有接触抵抗を評価し、
後工程プロセスの最適化及び InTiO/p-GaAs との接合におけるオーミック性接触のメカニズムに
ついて述べる。InTiO 薄膜は RF マグネトロンスパッタリングにより堆積し、フォトレジストで
CTLM(Circular Transmission Line Model)の回路パターンを形成した。試料の電流電圧特性を評
価し、固有接触抵抗を算出した。 
 金属電極と InTiO との固有接触抵抗の評価では Au/Ti と Au/Ni電極の比較を行い、両電極とも
Rapid  Thermal  Anneal(RTA)の有無に関わらず InTiO とのオーミック接触を得ることができ
た。Au/Ni 電極の固有接触抵抗の方が低く、Ni 膜厚が 50nm で接触抵抗の最低値 6.0×10-5 Ω・cm2
を得た。 
 続いて InTiO と p＋-GaAs の電流電圧特性、接触抵抗測定を行った。LED 構造を模した p-GaAs
基板に p+-GaAs10nm 結晶成長した試料ではオーミック性接触及び 3.4×10-4 Ω・cm2と低い接触
抵抗値を得たことから InTiO は IR-LED の透明電極材料として非常に有用であると言える。半絶
縁性 S.I.GaAs 基板上に p＋-GaAs を 1μm 結晶成長した試料では燐酸系エッチング混合溶液で表
面処理を行った試料でオーミック性接触及び 1.8×10-5 Ω・cm2と固有接触抵抗の最小値を得た。 
 また、ラマン測定、Photoluminescence測定、SIMS分析などから RTAによって In原子が GaAs
層に拡散し、InGaAs層が組成され、InTiO と p＋-GaAs のオーミック性接触に大きく寄与していることが
判明し、InTiO/p-GaAs界面でのオーミック性接触のメカニズムについて考察を行った。 
InTiOが IR-LED用透明電極として実用化されるためには、IR-LED構造の最適化を図り、発光効率
の向上を評価していくことが今後の指針である。 
 
